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はじめに 短距離光通信に向けた極低消費電力動作

が可能な半導体レーザ直接変調光源として、半導体

薄膜レーザを提案している。これまでに薄膜 DFB レーザ

の高速直接変調 [1]、薄膜 DR レーザの高効率動作

[2,3]を実現してきた。 

今回、散乱損失の低減を目的として回折格子結合

効率を低減した薄膜 DR レーザの Non-return-to-

zero （NRZ）信号変調及び 4値パルス振幅変調（PAM-

4）信号を用いた直接変調を行い、アイダイアグラムを得

たのでご報告する。 
 

結果 Fig. 1 に測定した薄膜 DR レーザの構造図を示

す。コア層厚 270 nm の半導体層を BCB と SiO2クラッド

層を介して Si 基板上に貼り付けた。活性層は

GaInAsP の 5 層歪補償量子井戸である。DFB 領域長

40 μm、DBR 領域長 50 μm、ストライプ幅は 1.1 µm

である。共振器の前側はへき開した共振器構造とした。 

Fig. 2 に室温連続動作における電流-光出力と電

圧-電流特性を示す。しきい値電流 Ith = 0.37 mA（し

きい値電流密度 Jth = 840 A/cm2）、前端面からの外

部微分量子効率 ηd = 20%が得られた。 

Fig. 3(a)はパルスパターン発生器を用いて生成し

た 15 Gbit/s NRZ 信号（擬似ランダム信号 231-1）に対

するアイパターンであり、バイアス電流 2.5 mA で消光比 

5dB のアイ開口が得られてた。Fig. 3(b)は任意波形

生成器を用いて生成した 10.3125 Gbaud (20.625 

Gbit/s）の PAM-4 信号に対するアイを示す。バイアス電

流 2.74 mA において 4 値の振幅が得られている。 

今後、アイ開口の改善と BER特性の評価を行う予定

である。 
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Fig. 1 Device structure of membrane DR laser. 
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Fig. 2 Light output and voltage-current characteristics. 
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Fig. 3 Eye diagrams for (a) 15 Gbit/s NRZ signal 

with Ib = 2.5 mA, (b) 10.3125 GBaud PAM-4 signal 
with Ib = 2.74 mA. 
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